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บทที ่4 

สรุปผลการทดลอง 

 ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงวิสิเบิลของตวัเร่งปฏิกิริยา BiOI ถูกปรับปรุงโดยการ

สังเคราะห์เป็นวสัดุคอมโพสิทกับสารก่ึงตัวนํา SnS โดยวิธีการตกตะกอน จากผลการวิเคราะห์

ลกัษณะเฉพาะโดยเทคนิค XRD,  SEM, EDX และ XPS บ่งช้ีวา่วสัดุคอมโพสิท SnS/BiOI ท่ีสังเคราะห์

ไดป้ระกอบดว้ยเฟสของอนุภาค SnS และ BiOI ท่ีมีสัณฐานวิทยาแบบแผน่ และจากผล HRTEM ได้

พบร้ิวของระนาบแลตทิช 2 ตาํแหน่งซ่ึงตรงกบัค่าระยะห่างระหวา่งระนาบของ SnS และ BiOI อีกทั้ง

ยงัพบการเล่ือนของตาํแหน่งค่าพลงังานยดึเหน่ียวในออร์บิทลั Sn3d5/2 ในวสัดุคอมโพสิทเทียบกบั SnS 

ซ่ึงเป็นผลมาจากแรงกระทาํของอิเล็กตรอนระหวา่ง SnS และ BiOI ในวสัดุคอมโพสิท ทาํใหย้นืยนัได้

ว่าสามารถสังเคราะห์วสัดุคอมโพสิทโดยวิธีการสร้างรอยรอยต่อวิวิธพนัธ์ไดส้ําเร็จ นอกจากน้ีการ

ทดสอบความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงโดยการยอ่ยสลาย MO พบวา่ตวัเร่งวสัดุคอมโพสิท 

10%SnS/BiOI มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูงสุด และมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ตวัเร่ง

ปฏิกิริยา BiOI และ SnS แบบเด่ียว 

 แผนภาพโครงสร้างแถบพลงังานของวสัดุคอมโพสิทท่ีได้จากการคาํนวณโดยใช้ขอ้มูลจาก

เทคนิค VB-XPS และ UV–vis DRS สามารถใช้ในการอธิบายการเกิดโครงสร้างรอยต่อวิวิธพนัธ์ท่ี

ส่งผลต่อการปรับปรุงความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงของ BiOI เน่ืองจากสารก่ึงตวันาํ SnS 

และ BiOI ท่ีมาคอมโพสิทกนัมีระดบัพลงังานของแถบเวเลนซ์และแถบการนาํเหมาะสมกนัตามทฤษฎี

รอยต่อววิธิพนัธ์โดยเกิดรอยต่อวิวธิพนัธ์ประเภท 2 จึงเหมาะสาํหรับการถ่ายเท e– และ h+ ไปยงัพื้นผิว

ของตวัเร่งปฏิกิริยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์จากเทคนิค PL โดยความเขม้แสงฟลูออเรสเซนต์

ของวสัดุคอมโพสิทมีค่าลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ BiOI และผลจากเทคนิค photocurrent วสัดุ

คอมโพสิทมีความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั BiOI  ดงันั้นความสามารถใน

การเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสงของ BiOI จึงถูกปรับปรุงโดยการสร้างรอยต่อวิวิธพนัธ์ประเภท 2 เน่ืองจากมี

การแยกกนัของ e– และ h+ อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 การหาแอฟทีฟสปีชีส์หลกัในกระบวนการยอ่ยสลาย MO  พบวา่ SnS มีแอคทีฟสปีชีส์หลกัคือ 

O2
•– ในขณะท่ี BiOI และวสัดุคอมโพสิท 10%SnS/BiOI มีแอคทีฟสปีชีส์หลกัคือ   h+ และ O2

•– จะเห็น

ได้ว่า •OH  ไม่ใช่แอคทีฟสปีชีส์หลัก ซ่ึงปริมาณของ •OH ท่ีเกิดข้ึนสามารถตรวจวดัด้วยเทคนิค              

PL-TA โดยวสัดุคอมโพสิทมีปริมาณ •OH อยู่ระหว่าง BiOI และ SnS พบว่าหลังจากการเติม SnS 

ส่งผลให้ปริมาณ •OH เพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ีส่งผลให้ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาดว้ยแสง

ของ BiOI ถูกปรับปรุงเน่ืองจากมีปริมาณแอคทีฟสปีชีส์ในกระบวนการยอ่ยสลายเพิ่มข้ึน 

  

 

  


